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요약

    
메모리 모듈의 면적 및 높이를 증가시키지 않으면서 두 배의 밀도를 갖는 메모리 모듈이 개시된다. 상기 메모리 모듈은 
제 1뱅크, 제 2 뱅크 및 로직 디바이스를 구비한다. 상기 메모리 모듈의 인쇄회로 기판에는 패키지된 복수의 반도체 메
모리장치가 장착되며, 상기 제 1뱅크는 상기 복수의 메모리 장치들의 일부로 구성되고, 상기 제 2뱅크는 상기 복수의 
메모리 장치들의 나머지로 구성된다. 상기 로직디바이스는 메모리 컨트롤러로부터 수신되는 뱅크선택신호 및 제어신호
들에 응답하여 상기 제 1뱅크 또는 상기 제 2뱅크를 선택적으로 활성화시키며, 상기 제어신호들의 하나는 로우 어드레
스를 스트로브하기 위한 제 1제어신호이고 상기 제어신호들의 다른 하나는 컬럼 어드레스를 스트로브하기 위한 제 2제
어신호이다. 바람직하게는 상기 로직 디바이스는 상기 제 1제어신호가 제 1상태가 되고 상기 제 2제어신호가 제 2상태
가 되고 상기 뱅크선택신호가 상기 제 2상태가 되는 경우에는 상기 제 2뱅크를 활성화시키며, 상기 제 1제어신호가 상
기 제 1상태가 되고 상기 제 2제어신호가 상기 제 2상태가 되고 상기 뱅크선택신호가 상기 제 1상태가 되는 경우에는 
상기 제 1뱅크를 활성화시킨다. 바람직하게는 상기 복수의 메모리장치들의 패키지는 sTSOP 또는 CSP 또는 패키지의 
길이와 폭이 유사한 플라스틱이다.
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대표도
도 3

명세서

도면의 간단한 설명

본 발명의 상세한 설명에서 사용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여, 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.

도 1은 종래의 메모리 모듈의 블락도이다.

도 2는 종래의 메모리 모듈의 배치도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 PLD를 구비하는 메모리 모듈의 블락도이다.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 PLD를 구비하는 메모리 모듈의 배치도이다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 싱크로 너스 디램에서도 적용가능한 PLD를 구비하는 메모리 모듈의 블락도이다.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 메모리 모듈(memory module)에 관한 것으로, 특히 프로그램 가능한 로직 디바이스(programmable logic 
device)와 sTSOP(shrink Thin Small Outline Package; 이하 'sTSOP'라 한다)를 이용한 두 배의 밀도메모리 모듈
(double density memory module)에 관한 것이다.

일반적으로 전자 시스템 및 반도체 메모리장치는 점차적으로 성능이 향상되어가고 있으며, 또한 전자시스템 및 반도체 
메모리장치를 개발하는 목적이 많은 양의 정보를 신속히 처리하기 위해서이다.

통상적으로 사용되는 반도체 메모리장치의 정보저장 능력을 향상시키는 방법은 반도체 메모리장치의 집적도를 높이는 
방법 또는 복수의 반도체 메모리장치를 별도의 기판에 장착하고 조합하여 모듈 패키지화하는 것이다.

메모리 모듈은 패키지 된 복수개의 반도체 메모리장치 등을 인쇄회로 기판 (printed circuit board; 이하 'PCB'라 한다.)
에 장착하여 구현된다.

도 1은 종래의 메모리 모듈의 블락도이다. 도 2는 종래의 메모리 모듈의 배치도이다. 도 1 및 도 2를 참조하면, 메모리 
모듈 (10)의 인쇄회로 기판(15)에 버퍼(11), 패키지(package)된 복수의 메모리장치(13) 및 메모리 모듈(10)과 시
스템 보드(미 도시)와 전기적인 접속을 위한 커넥터(17)가 장착된다.

종래의 단일 뱅크 메모리모듈(single bank memory module)을 지원하는 시스템에서 시스템 메모리의 밀도(density)
를 두 배로 늘리기 위한 방법으로는 용량이 동일한 반도체 메모리장치로 개수를 두 배로 늘리거나, 반도체 메모리 장치
의 개수는 그대로 두고 반도체 메모리 장치의 용량을 두 배로 늘리는 것이다.

그러나 반도체 메모리장치의 개수를 두 배로 늘리는 것은 메모리 모듈(10)의 면적 및 높이(height)를 증가시키는 문제
점이 있으며, 메모리 모듈의 뱅크를 구분해 주는 시스템 내의 칩셋(chipset)의 뱅크 선택신호를 위한 신호의 핀(pin) 
수 및 메모리장치를 선택하는 로직을 복잡하게 하여 시스템의 설계를 어렵게 하는 문제점이 있다.
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또한, 반도체 메모리 장치용량(예컨대 64Mb)의 두 배의 메모리 용량(128Mb)을 갖는 메모리장치를 PCB에 장착하는 
것은 비용을 증가시키는 문제점이 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명이 이루고자하는 기술적 과제는 메모리 모듈의 면적 및 높이를 증가시키지 않으면서 두 배의 밀도를 갖
는 메모리 모듈을 제공하는데 있다.

본 발명이 이루고자하는 다른 기술적 과제는 비용이 절감되고 시스템 설계가 용이한 두 배의 밀도를 갖는 메모리 모듈
을 제공하는데 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기 기술적 과제를 달성하기 위하여, 제 1뱅크, 제 2 뱅크 및 로직 디바이스를 구비하는 본 발명에 따른 메모리 모듈이 
제공된다. 상기 메모리 모듈의 인쇄회로 기판에는 패키지 된 복수의 반도체 메모리장치가 장착되며, 상기 제 1뱅크는 
상기 복수의 메모리 장치들의 일부로 구성되고, 상기 제 2뱅크는 상기 복수의 메모리 장치들의 나머지로 구성된다.

상기 로직디바이스는 메모리 컨트롤러로부터 수신되는 뱅크선택신호 및 제어신호들에 응답하여 상기 제 1뱅크 또는 상
기 제 2뱅크를 선택적으로 활성화시키며, 상기 제어신호들의 하나는 로우 어드레스를 스트로브(strobe)하기 위한 제 
1제어신호이고 상기 제어신호들의 다른 하나는 컬럼 어드레스를 스트로브하기 위한 제 2제어신호이다.

바람직하게는 상기 로직 디바이스는 상기 제 1제어신호가 제 1상태가 되고 상기 제 2제어신호가 제 2상태가 되고 상기 
뱅크선택신호가 상기 제 2상태가 되는 경우에는 상기 제 2뱅크를 활성화시키며, 상기 제 1제어신호가 상기 제 1상태가 
되고 상기 제 2제어신호가 상기 제 2상태가 되고 상기 뱅크선택신호가 상기 제 1상태가 되는 경우에는 상기 제 1뱅크
를 활성화시킨다.

바람직하게는 상기 복수의 메모리장치들의 패키지는 sTSOP, CSP 또는 패키지의 길이와 폭이 유사한 플라스틱이다.

본 발명과 본 발명의 동작상의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적을 충분히 이해하기 위해서는 본 발명의 
바람직한 실시예를 예시하는 첨부 도면 및 첨부 도면에 기재된 내용을 참조하여야만 한다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다. 각 도면에 제시
된 동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 PLD를 구비하는 메모리 모듈의 블락도이다. 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 PL
D를 구비하는 메모리 모듈의 배치도이다.도 3 및 도 4를 참조하면, 메모리 모듈(40)의 PCB(42)는 로직 디바이스 (P
rogrammable logic device; 이하' PLD'라 한다), 버퍼(43), 상위뱅크 (45) 및 하위 뱅크(47)로 구비한다.

PLD(41)는 메모리 컨트롤러로부터 수신되는 뱅크선택신호(A13) 및 제어신호들(/RAS, /CAS)에 응답하여 상위뱅크
(45) 또는 하위뱅크(47)를 선택적으로 활성화 (enable)시킨다.

제어신호들(/RAS, /CAS)의 하나는 로우 어드레스를 스트로브(strobe)하기 위한 제 1제어신호(이하 '/RAS'라 한다)
이고 제어신호들(/RAS, /CAS)의 다른 하나는 컬럼 어드레스를 스트로브하기 위한 제 2제어신호(이하 '/CAS'라 한다)
이다.

/RAS는 DRAM 전체를 제어하는 칩 인에이블(chip enable)과 같은 역할을 하며 /RAS신호가 로우 레벨(low level)로 
입력된 후에만 DRAM이 동작을 시작한다. /CAS는 DRAM에 컬럼 어드레스를 인가했음을 알려 주는 신호이다.

    
버퍼(43)는 /CAS, 어드레스 신호(A0 -A12), 데이터 기입신호(write enable; /WE) 및 데이터 독출신호(output e
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nable; /OE)를 버퍼링(buffering)하여 상위뱅크(45) 또는 하위뱅크(47)로 출력한다. 어드레스 신호(A0-A12)는 데
이터를 독출(read)하거나 기입(write)할 대상 메모리 셀(memory cell)의 위치를 선택하기 위한 신호이고, 데이터 기
입신호(/WE)는 어드레스 신호에 의하여 선택된 상기 메모리 셀로 상기 데이터를 기입(write)하는 것을 제어하는 신호
이다.
    

데이터 독출신호(/OE)는 어드레스 신호에 의하여 선택된 상기 메모리 셀로부터 상기 데이터를 독출(read)하는 것을 
제어하는 신호이다.

도 4에는 예로서 상위뱅크(45)는 18개의 16메가 바이트(Mega byte: 이하 'M'라 한다)×4의 sTSOP(45-1, 45-3, 
45-5, 45-7)로 구성되며, 하위뱅크(47)는 18개의 16M×4의 sTSOP(47-1, 47-3, 47-5, 47-7)로 구성되는 경
우가 도시되어 있다. sTSOP는 기존의 TSOP(Thin Small Outline Package)에 비하여 크기가 1/2이다.

다시, 도 3을 참조하면, PLD (41)는 /RAS, /CAS 및 뱅크 선택신호(A13)의 조합에 의하여 상위뱅크(45) 또는 하위
뱅크(47)를 선택하여 데이터를 기입 또는 독출 하거나, 상위뱅크(45) 및 하위뱅크(47)를 리후레쉬(refresh)하게 한
다.

/URAS는 상위뱅크(45) 전체를 제어하는 칩 인에이블(chip enable)과 같은 역할을 하며 /URAS신호가 로우 레벨(lo
w level)로 입력된 후에만 상위뱅크(45)로 데이터가 기입된다.( 또는 상위 뱅크(45)에서 데이터가 독출된다..)

/LRAS는 하위뱅크(47) 전체를 제어하는 칩 인에이블(chip enable)과 같은 역할을 하며 /LRAS신호가 로우 레벨로 
입력된 후에만 하위뱅크(45)로 데이터가 기입된다( 또는 하위뱅크(47)에서 데이터가 독출된다.)

PLD(41)는 A13, /RAS 및 /CAS에 응답하여 /URAS 및 /LRAS를 출력한다. PLD (41)는 제 1상태(예컨대 논리 '로
우')의 /RAS, 제 2상태(예컨대 논리 '하이') /CAS 및 제 2상태(예컨대 논리 '하이')의 뱅크선택신호(A13)에 응답하여 
제 1상태(예컨대 논리 '로우')의 /LRAS 및 제 2상태의 /URAS를 출력한다.

따라서 하위뱅크(47)는 제 1상태의 /LRAS에 응답하여 활성화며, 데이터가 하위뱅크(47)로(에서) 입출력된다. 다른 
예의 경우에는 제 1상태가 논리 '하이', 제 2상태가 논리 '로우'가 될 수도 있다.

PLD(41)는 제 1상태(예컨대 논리 '로우')의 /RAS, 제 2상태(예컨대 논리 '하이') /CAS 및 제 1상태(예컨대 논리 '로
우')의 뱅크선택신호(A13)에 응답하여 제 2상태(예컨대 논리 '하이')의 /LRAS 및 제 1상태(예컨대 논리 '로우')의 /
URAS를 출력한다. 따라서 상위뱅크(45)는 제 1상태(예컨대 논리 '로우')의 /URAS에 응답하여 활성화며, 데이터가 
상위뱅크(45)로(에서) 입출력된다.

PLD(41)는 상기 제 1상태의 /RAS, 상기 제 1상태의 /CAS 및 돈 케어(don't care)의 뱅크선택신호(A13)에 응답하
여 상기 제 1상태의 /URAS 및 상기 제 1상태의 /LRAS를 출력한다. 따라서 상위뱅크(45) 및 하위뱅크(47)는 활성화
된다. 이 경우 CBR( CAS Before RAS)명령을 수신하여 상위뱅크(45) 및 하위뱅크(47)가 리후레쉬 (refresh)된다. .

PLD(41)는 상기 제 2상태의 /RAS 및 돈 케어(don't care)의 /CAS, A13에 응답하여 제 2상태의 /URAS 및 제 2상
태의 /LRAS를 출력한다. 이 경우 상위뱅크 (45) 및 하위뱅크(47)는 동작되지 않는다(no operation).

본 발명의 일 실시예에 따른 PLD(41)의 로직을 구현하는 방법은 표 1에 나타낸다.
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[표 1]
조건 /RAS /CAS A13 /URAS /LRAS     
하위 뱅크 기입/독출 L H H H L     
상위 뱅크 기입/독출 L H L L H     
CBR 리후레쉬(refre
sh)

L L (DON'T CARE) L L     

동작안됨(no operat
ion)

H (DON'T CARE) (DON'T CARE) H H     

즉, /RAS에 의해 상위뱅크(45) 및 하위뱅크(47)를 활성화(enable)시킨 후 뱅크 선택신호(A13)에 의하여 상위뱅크
(45) 또는 하위뱅크(47)를 선택한다.

상위뱅크(45) 및 하위뱅크(47)는 동시에 리후레쉬되며, /RAS가 제 2상태(예컨대 논리 하이 (high))인 경우 상위뱅크
(45) 및 하위뱅크(47)는 동작하지 않는다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 싱크로 너스 디램(synchoronous DRAM)에서도 적용가능한 PLD를 구비하는 메모
리 모듈의 블락도이다. 도 5를 참조하면, 메모리 모듈(50)의 PCB (52)는 로직 디바이스(51), 버퍼(53), 상위뱅크 (
55) 및 하위 뱅크(57)를 구비한다.

PLD(51)는 메모리 컨트롤러로부터 수신되는 뱅크 선택신호(A13, /CS(chip select signal)) 및 제어신호들(/RAS, 
및 /CAS)의 조합에 응답하여 상위뱅크 (55) 또는 하위뱅크(57)를 선택적으로 활성화(enable)시켜 상위뱅크 (55) 또
는 하위뱅크 (57)로 데이터를 기입 또는 독출 하게 하거나, 상위뱅크(55) 및 하위뱅크 (57)를 리후레쉬(refresh)하게 
한다.

따라서 뱅크들(55, 57)의 데이터는 시스템 클락 (system clock; CLK)에 동기되어 기입 또는 독출된다. /CS는 싱크
로너스 디램에서 칩(즉 상위 뱅크 또는 하위 뱅크)을 선택하기 위한 신호이다.

본 발명의 다른 실시예로 인쇄회로 기판에 패키지 된 복수의 반도체 메모리장치가 장착되고 각각의 뱅크들이 서로 다른 
복수의 상기 메모리 장치들을 구비하는 메모리 모듈이 구현된다.

상기 메모리 모듈은 복수의 뱅크 및 메모리 컨트롤러로부터 뱅크선택신호 및 제어신호들에 응답하여 상기 뱅크들의 적
어도 하나를 선택적으로 활성화시키는 로직 디바이스를 구비한다.

본 발명의 일실시예에 따른 PLD를 구비하는 메모리 모듈은 동일한 용량의 반도체 메모리장치를 두 배로 장착하는 종래
의 메모리 모듈에 비해 칩 셋(chipset)의 /RAS 신호수를 반으로 줄일 수 있어 비용절감 및 시스템 설계가 용이하다.

또한, sTSOP를 사용하는 본 발명의 일 실시예에 따른 PLD를 구비하는 메모리 모듈은 종래의 메모리 모듈의 PCB와 동
일한 면적 내에서 두 배의 메모리 모듈 밀도를 실현할 수 있다.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 PLD를 구비하는 메모리 모듈은 두 배의 밀도 메모리장치(예컨대 128Mb)대신에 두 
배로 저 밀도 메모리장치(예컨대 64Mb)를 사용하여 비용을 절감할 수 있다.

    
이상 도면과 명세서에서 최적 실시예가 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명
하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것
은 아니다. 그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다
는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해
져야 할 것이다.
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    발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 메모리 모듈은 메모리 모듈의 면적 및 높이를 증가시키지 않으
면서 두 배의 밀도를 갖는 메모리 모듈을 제공하는 장점이 있다.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 메모리 모듈은 시스템 설계가 용이하고 비용이 절감되는 장점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

인쇄회로 기판에 패키지된 복수의 반도체 메모리장치가 장착되는 메모리 모듈에 있어서,

상기 복수의 메모리 장치들의 일부로 구성되는 제 1뱅크(bank);

상기 복수의 메모리 장치들의 나머지로 구성되는 제 2뱅크;

메모리 컨트롤러로부터 수신되는 뱅크선택신호 및 제어신호들에 응답하여 상기 제 1뱅크 또는 상기 제 2뱅크를 선택적
으로 활성화시키는 로직 디바이스를 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 제어신호들은 로우 어드레스를 스트로브(strobe)하기 위한 제 1제어신호 및 컬럼 어드레스를 스
트로브하기 위한 제 2제어신호를 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.

청구항 3.

제2항에 있어서, 상기 뱅크 선택신호는 상기 반도체 메모리 장치를 선택하는 칩 선택신호(chip select signal)를 더 구
비하는 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.

청구항 4.

제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 메모리 모듈은,

상기 제 2제어신호, 데이터를 독출하거나 기입할 대상 메모리 셀의 위치를 선택하기 위한 어드레스 신호, 상기 어드레
스 신호에 의하여 선택된 상기 메모리 셀로 상기 데이터를 기입하는 것을 제어하는 데이터 기입신호 및 상기 어드레스 
신호에 의하여 선택된 상기 메모리 셀로부터 상기 데이터를 독출하는 것을 제어하는 데이터 독출신호를 버퍼링하여 상
기 제 1뱅크 또는 상기 제 2뱅크로 출력하는 버퍼를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.

청구항 5.

제2항에 있어서, 상기 로직 디바이스는,

상기 제 1제어신호가 제 1상태가 되고 상기 제 2제어신호가 제 2상태가 되고 상기 뱅크선택신호가 상기 제 2상태가 되
는 경우에는 상기 제 2뱅크를 활성화시키며,

상기 제 1제어신호가 상기 제 1상태가 되고 상기 제 2제어신호가 상기 제 2상태가 되고 상기 뱅크선택신호가 상기 제 
1상태가 되는 경우에는 상기 제 1뱅크를 활성화시키는 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.

청구항 6.
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제2항에 있어서, 상기 로직 디바이스는,

상기 제 1제어신호가 상기 제 1상태가 되고 상기 제 2제어신호가 상기 제 1상태가 되는 경우에는 상기 제 1뱅크 및 상
기 제 2뱅크를 리후레쉬(refresh)시키는 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.

청구항 7.

제2항에 있어서, 상기 로직 디바이스는,

상기 제 1제어신호가 상기 제 2상태가 되는 경우에는 상기 제 1뱅크 및 상기 제 2뱅크를 비활성화시키는 것을 특징으
로 하는 메모리 모듈.

청구항 8.

제1항에 있어서, 상기 복수의 메모리장치들의 패키지는 sTSOP(shrink Thin Small Outline Package)인 것을 특징으
로 하는 메모리 모듈.

청구항 9.

제1항에 있어서, 상기 복수의 메모리장치들의 패키지는 CSP(chip size package)인 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.

청구항 10.

제1항에 있어서, 상기 복수의 메모리장치들의 패키지는 길이(length)와 폭(width)이 유사한 플라스틱인 것을 특징으
로 하는 메모리 모듈.

청구항 11.

인쇄회로 기판에 패키지된 복수의 반도체 메모리장치가 장착되는 메모리 모듈에 있어서,

각각 복수의 상기 메모리 장치들로 구성되는 뱅크들;

메모리 컨트롤러로부터 수신되는 뱅크선택신호 및 제어신호들에 응답하여 상기 뱅크들의 적어도 하나를 선택적으로 활
성화시키는 로직 디바이스를 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.

청구항 12.

제11항에 있어서,

상기 제어신호들의 하나는 로우 어드레스를 스트로브(strobe)하기 위한 제 1제어신호이고 상기 제어신호들의 다른 하
나는 컬럼 어드레스를 스트로브하기 위한 제 2제어신호인 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.

청구항 13.

제12항에 있어서, 상기 메모리 모듈은,

상기 제 2제어신호, 데이터를 독출하거나 기입할 대상 메모리 셀의 위치를 선택하기 위한 어드레스 신호, 상기 어드레
스 신호에 의하여 선택된 상기 메모리 셀로 상기 데이터를 기입하는 것을 제어하는 데이터 기입신호 및 상기 어드레스 
신호에 의하여 선택된 상기 메모리 셀로부터 상기 데이터를 독출하는 것을 제어하는 데이터 독출신호를 버퍼링하여 상
기 제 1뱅크 또는 상기 제 2뱅크로 출력하는 버퍼를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.
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청구항 14.

제11항에 있어서, 상기 복수의 메모리장치들의 패키지는 sTSOP인 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.

청구항 15.

제11항에 있어서, 상기 복수의 메모리장치들의 패키지는 CSP인 것을 특징으로 하는 메모리 모듈.

청구항 16.

제11항에 있어서, 상기 복수의 메모리장치들의 패키지는 길이와 폭이 유사한 플라스틱인 것을 특징으로 하는 하는 메모
리 모듈.

도면
도면 1

도면 2

 - 8 -



등록특허 10-0343149

 
도면 3

도면 4

도면 5
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